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Идея управления спиновой поляризацией в полупроводниковых

наноструктурах  получила  значительное  развитие  после  того,  как

технологические  возможности  позволили  формировать  гибридные

структуры на базе квантовых ям, отделенных туннельным барьером от

узкого  магнитного  слоя  [1].  Такие  структуры  позволяют  сохранять

транспортные и оптические свойства квантовых ям, а также управлять

спиновой поляризацией в яме за счет присутствия магнитного слоя,

приводящего  к  эффектам  спин  зависимого  туннелирования  между

ямой и слоем. 

Физическое  явление,  которое  обсуждается  в  данной  работе,

заключается в возникновении спиновой поляризации носителей заряда

в  квантовой  яме  за  счет  спин-зависимого  ухода  носителей  через

туннельный  барьер  между  квантовой  ямой  и  магнитным  слоем.

Выполненный  анализ  формирования  динамической  спиновой

поляризации  в  гибридной  структуре  полупроводниковая  квантовая

яма  –  магнитное  примесное  состояние  позволил  выявить  роль

кулоновских  корреляций  и  предложить  новый  механизм

сверхбыстрого переключения спиновой поляризации [2]. 
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